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１．緒 言 

CRLH 伝送線路[1]とはメタマテリアル技術[2]の一

つであり、右手/左手系複合伝送線路（Composite 
right/left-handed transmission line）のことを指す。
先行研究[3][4]では FET あるいはバラクタダイオード
による放射電磁波の制御を試み、ともに電磁波制

御可能であることが S パラメータと放射特性の測定
により実証された。 
本研究では FET とバラクタダイオードを同時に

両方ともCRLH伝送線路に組み込んで FETとバラ
クタダイオードによる制御を同時に行えるかを、S
パラメータと放射特性を測定することで検証するこ

とを目的とした。 
 

２．実験 

図 1に作製した試料を示す。 

 
図 1.作製した五段 CRLH 回路 

 
FET とバラクタダイオードの各バイアス状態にお

ける S パラメータと放射特性を測定し、バイアス電

圧によってそれらがどのように変化するかを実験的

に調べた。放射特性測定時には図 1の右側から信
号を入力し、回路の表面に垂直な方向を 0[°]、入
力側を 90[°] とした。また FET、バラクタダイオー
ドへのバイアス電圧をそれぞれ VFET、Vvd と表すと、

VFET=0~1[V], Vvd=0~20[V] の範囲でVFETは 1[V] 
ずつ、Vvdは 5[V] ずつ変化させた。 

 
３．結 果 

入力信号が 5.2[GHz]で各バイアス電圧を変化さ
せたときの放射特性（仰角）の変化を図 2（VFET= 
0[V]）と図 3（VFET= 1[V]）に示した。図 2 を見ると
Vvd の変化に伴い、前方寄りに放射していたのが

後方への放射へと変化していく様子が分かる。ま

た図 2 と図 3の実線で示される Vvd= 0[V] の時の
放射特性では、VFET の変化により放射の強弱が大

きく変化した。これは FET のパラメータ変化により

直列 LC の共振状態から EBG（Electrical Band 
Gap）領域になったためと考えられる[3]。 
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図 2. VFET= 0[V] 固定時の変化 
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図 3.VFET= 1[V] 固定時の変化 

 
４．結 論 

FET とバラクタダイオードによる電磁波制御は同

時に行えることが分かった。 
 

５．今後の発展 

本実験結果に対する分散特性の算出を行い、

放射特性の変化の裏付けを行う。 
また本実験では五段 CRLH のみで実験を行っ

たので、三段や七段の CRLHでも同様に実験を行
い段数依存性について検討する。 
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